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【国際特許分類】
   Ｃ０４Ｂ  35/565    (2006.01)
   Ｃ０１Ｂ  31/36     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｃ０１Ｂ  31/36    ６０１Ｃ
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年4月5日(2012.4.5)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高密度化ＳｉＣ製品の製造方法であって、
a)　開口気孔率を有する多孔質ＳｉＣプレホームを供給する段階；
b)　充填シリコンカーバイドプレホームを製造するために多孔質シリコンカーバイドプレ
ホーム内の細孔の実質的な数を炭素前駆体で充填する段階；
c)　多孔質シリコンカーバイドプレホームの細孔内に炭素質多孔質構造を製造するために
、予め選択された炭化する温度で充填シリコンカーバイドプレホームを加熱する段階；及
び
　シリコンが炭素質多孔質構造を通って拡散し、多孔質シリコンカーバイドプレホームの
細孔内に含まれている炭素と反応して、多孔質シリコンカーバイドプレホームの細孔内に
シリコンカーバイドの第二の相を作るように、炭素質多孔質構造を凡そシリコンの融点を
超す温度および予め選択されたシリコン化する圧力において、不活性な雰囲気中でシリコ
ンと接触させる段階であって、得られる高密度化ＳｉＣ製品は、多孔質ＳｉＣプレホーム
よりも低い気孔率を示し、かつＳｉＣ－ＳｉＣ複合物である段階、を含む製造方法。
【請求項２】
　炭素質多孔質構造をシリコンと接触させる段階がガスと液体からなる群から選択される
シリコンを利用することを含む、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　予め選択されたシリコン化する圧力が大気圧、高圧、真空または部分的真空からなる群
から選択されることを特徴とする、請求項１に記載の製造方法。
【請求項４】
　炭素前駆体が多孔質シリコンカーバイドプレホームを通って拡散できるガス状の炭素前
駆体であることを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載の製造方法。
【請求項５】
　充填シリコンカーバイドプレホームが重合した充填シリコンカーバイドプレホームであ
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るように、充填シリコンカーバイドプレホーム内に含まれた炭素前駆体を重合するために
、予め選択された重合する温度で充填シリコンカーバイドプレホームを加熱する段階をさ
らに含む、請求項１～４のいずれかに記載の製造方法。
【請求項６】
　予め選択された重合する温度が約７０°Ｃから約２５０°Ｃの範囲にある、請求項５に
記載の製造方法。
【請求項７】
　炭素前駆体が液体の炭素前駆体であることを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記
載の製造方法。
【請求項８】
　液体の炭素前駆体がフルフリルアルコールを含むことを特徴とする、請求項７に記載の
製造方法。
【請求項９】
　液体の炭素前駆体がさらに触媒を含むことを特徴とする、請求項７に記載の製造方法。
【請求項１０】
　液体の炭素前駆体がさらにジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、トリエチ
レングリコール、水およびその組み合わせからなる群から選択される細孔形成剤および触
媒を含むことを特徴とする、請求項７に記載の製造方法。
【請求項１１】
　液体の炭素前駆体が液体のＳｉＣ－Ｃ前駆体からなる群から選択されることを特徴とす
る、請求項７に記載の製造方法。
【請求項１２】
　予め選択された炭化する温度が約８００°Ｃから約１８００°Ｃの範囲にあることを特
徴とする、請求項１～１１のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれかに記載の製造方法であって、多孔質シリコンカーバイドプレ
ホームを供給する段階が、
a)　開口気孔率を有するグラファイトブロックを供給する段階；
b)　グラファイトブロックをニア・ネット・シェイプグラファイト製品に機械加工する段
階；および
c)　多孔質シリコンカーバイドプレホームを形成するために、ニア・ネット・シェイプグ
ラファイト製品を予め選択されたシリコン化する温度で一酸化シリコンと接触する段階を
含む製造方法。
【請求項１４】
　予め選択されたシリコン化する温度が約１４００°Ｃから約２０００°Ｃの範囲にある
ことを特徴とする、請求項１３に記載の製造方法。
【請求項１５】
　グラファイトブロックが約１０％から約６０％の開口気孔率を有することを特徴とする
、請求項１３に記載の製造方法。
【請求項１６】
　高密度化ＳｉＣ製品の製造方法であって、
a)　開口気孔率を有する多孔質ＳｉＣプレホームを供給する段階；
b)　充填シリコンカーバイドプレホームを製造するために、多孔質シリコンカーバイドプ
レホーム内の細孔の実質的な数を、触媒をさらに含む液体の炭素前駆体で充填する段階；
c)　充填シリコンカーバイドプレホーム内に含まれた液体の炭素前駆体を重合し、重合し
た充填シリコンカーバイドを形成するために、予め選択された重合する温度で充填シリコ
ンカーバイドプレホームを加熱する段階；および
d)　多孔質シリコンカーバイドプレホームの細孔内に炭素質多孔質構造を作るために、予
め選択された炭化する温度で重合した充填シリコンカーバイドプレホームを加熱する段階
；及び
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　シリコンが炭素質多孔質構造を通って拡散し、多孔質シリコンカーバイドプレホームの
細孔内に含まれている炭素と反応して、多孔質シリコンカーバイドプレホームの細孔内に
シリコンカーバイドを作るように、炭素質多孔質構造を凡そシリコンの融点を超す温度で
および予め選択されたシリコン化する圧力において、不活性な雰囲気中でシリコンと接触
させる段階を含む方法。
【請求項１７】
　液体の炭素前駆体が液体のＳｉＣ－Ｃ前駆体からなる群から選択されることを特徴とす
る、請求項１６に記載の製造方法。
【請求項１８】
　炭素質多孔質構造をシリコンと接触させる段階がガスと液体からなる群から選択される
シリコンを利用することを含む、請求項１６又は１７に記載の製造方法。
【請求項１９】
　高密度化ＳｉＣ製品の製造方法であって、
a)　開口気孔率を有する多孔質ＳｉＣプレホームを供給する段階；
b)　多孔質シリコンカーバイドプレホーム内の細孔の実質的な数を、多孔質シリコンカー
バイドプレホームを通って拡散できるガス状の炭素前駆体で充填する段階；
c)　ガス状の炭素前駆体を分解し、多孔質シリコンカーバイドプレホームの細孔内に熱分
解炭素をデポジットして、充填シリコンカーバイドプレホームを製造するために、予め選
択された炭化する温度で充填ＳｉＣプレホームを加熱する段階；および
d)　シリコンが炭素質多孔質構造を通って拡散し、多孔質シリコンカーバイドプレホーム
の細孔内に含まれている炭素と反応して、多孔質シリコンカーバイドプレホームの細孔内
にシリコンカーバイドを作るように、炭化多孔質ＳｉＣプレホームを凡そシリコンの融点
を超す温度および予め選択されたシリコン化する圧力において、不活性な雰囲気中でシリ
コンと接触させる段階を含む製造方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　本明細書に記載した製造方法のすべての実施形態に対して変法が可能である。例えば、
本発明の実施形態において、炭素前駆体は液体またはガスであり得る。液体の炭素前駆体
の例にはフルフリルアルコール、液体のＳｉＣ－Ｃ前駆体またはフェノール樹脂が含まれ
る。液体の炭素前駆体を用いる場合には、液体の炭素前駆体は触媒および場合によっては
細孔形成剤を含むことができる。細孔形成剤の例にはジエチレングリコール、ポリエチレ
ングリコール、トリエチレングリコール、水およびその組み合わせが含まれる。触媒は潜
在的触媒、活性触媒または両方の組み合わせであることができる。炭素質多孔質構造をシ
リコンと接触させる段階において、シリコンは液体またはガスであることができる。その
他の変法が当業者に理解されるように可能である。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１６】
　細孔形成剤を使用する場合、それは炭化段階中に蒸発し、連結した開口気孔率を有する
炭素質構造が残留する。細孔形成剤の選択によって、ＳｉＣプレホームの細孔内に造られ
た炭素質構造中の細孔サイズ分布の制御が可能になる。液体のＳｉＣ－Ｃ前駆体を使用す
る場合は、充填ＳｉＣプレホームを第二の予め選択された温度で加熱する時に、この製造
方法の炭化段階中にＳｉＣと炭素の混合物から構成された多孔質構造が形成される。ガス
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状の炭素前駆体を使用する場合は、第二の予め選択された温度での加熱段階を除くことが
できる。好適なガス状の炭素前駆体は第三の予め選択された温度で解離し、ＳｉＣ製品の
細孔の内側に熱分解炭素/グラファイトをデポジットする。ガス状の炭素前駆体の例には
、メタン等の殆どの炭化水素が含まれる。別法として、高密度化工程に液体のシリコンカ
ーバイド前駆体を使用できる。液体のＳｉＣ前駆体の例には、アリルヒドリドポリカーボ
シラン（ＡＨＰＣＳ）等が含まれる。液体のシリコンカーバイド前駆体を使用する場合は
、ＳｉＣに変換されるべき炭素がないので、最終のシリコン浸潤段階は任意である。
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